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Opis:

Gdy myslimy o duzych krysztatach objetosciowych, wptyw powierzchni na ich globalne
wiasciwosci jest zwykle znikomy. Jednak im mniejszy element, tym wiekszy stosunek powierzchni do
objetosci i tym wiekszy wptyw witasciwosci powierzchni na parametry catego uktadu. Tak wiec, dla
obiektéw o zmniejszonej wymiarowosci i rozmiarach nanometrowych, wtasciwosci powierzchni staty
sie priorytetowym przedmiotem badan. Jednoczesnie struktury quasi-jednowymiarowe — nanodruty
— sg rozwazane jako mozliwy fundament rozwoju uzytecznych przyrzadéw poédtprzewodnikowych.
Wptyw zjawisk powierzchniowych moze by¢ jednak tak silny, ze cze$¢ nanodrutu dostepna dla
transportu tadunku, wstrzykiwania nos$nikdw tadunku i generowania $wiatta jest znacznie
ograniczona. Dlatego celem tego realizowanego projektu jest rozpoznanie i zrozumienie zjawisk
zachodzacych na powierzchni nanodrutéw GaN/AlIGaN, ktore mogg by¢é wykorzystane do
zmniejszenia wptywu powierzchni na transport nosnikéw i luminescencje w nanodrutach, bedacego
istotnym czynnikiem pogarszajacym wtasciwosci urzagdzen wbudowanych w nanodruty.

Cel projektu:

Celem projektu jest rozpoznanie i zrozumienie zjawisk zachodzacych na powierzchniach
nanodrutéw GaN/AlGaN, ktére mogg byé wykorzystane do redukcji blokowania transportu nosnikow
i luminescencji w nanodrutach, istotnego czynnika pogarszajgcego wiasciwosci ewentualnych
urzadzen tworzonych na bazie nanodrutéw.

Modyfikowanie wtasciwosci powierzchniowych odbywac sie bedzie metodg chemiczng lub
przez powlekanie tlenkami. Otrzymane uktady bedg badane z wykorzystaniem technik
powierzchniowoczutych — rentgenowskiej spektroskopii fotoelektrondw (XPS) oraz rentgenowskiej
spektroskopii absorpcyjnej zaleznej od polaryzacji (XAS) (w trybie powierzchniowoczutym).
Wiasciwosci optyczne i elektroniczne poszczegdlnych nanodrutéw beda badane za pomocy technik
spektroskopowych i mapowania opartych na skaningowej mikroskopii elektronowej — metodami
katodoluminescencji (CL) i pradu indukowanego wigzka elektronow (EBIC).

Wybrany kandydat bedzie uczestniczyt w przygotowaniu nanodrutéw i modyfikacji ich
powierzchni. Gtdwne zadania kandydata bedg polegaty na uczestnictwie w szerokich badaniach
wiasciwosci powierzchni nanodrutéw metodg skaningowej mikroskopii elektronowej, spektroskopii i
mapowania EDX, CL, eksperymentach z pradem indukowanym wigzkg elektronéw (EBIC) oraz
pomiarach XPS w Instytucie Fizyki PAN oraz eksperymentach XAS w laboratorium promieniowania
synchrotronowego.

Wymagania:

- tytut magistra fizyki, inzynierii nanostruktur, w dziedzinie badarn materiatowych lub
rownowazny,

- ogolna wiedza z fizyki potprzewodnikdw,

- znajomos¢ jezyka angielskiego umozliwiajgca czytanie literatury naukowej, pisanie
artykutéw naukowych i codzienng komunikacje,
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Jako dodatkowe zalety traktowane bedg nastepujace umiejetnosci:

- doswiadczenie w skaningowej mikroskopii elektronowej, eksperymentach EDX,
katodoluminescencji,

- doswiadczenie w badaniach optycznych ciat statych,

- doswiadczenie w pracy w laboratorium chemicznym.

Finansowanie:

Stypendium: fundusze z projektu 5000 PLN miesiecznie, przed odjeciem obligatoryjnych
sktadek ZUS (~15%), przez 36 miesiecy. Potem ustawowe stypendium doktoranckie (okoto 2360
PLN/miesigc w latach 1-2, 3640 PLN/miesigc w latach 3-4).
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